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１．概要（Summary） 

微細３次元形状を含むマイクロナノデバイスの研究開

発において、厚膜レジストをデバイス材料として直接利用

する手法が注目されている。我々は、厚膜レジストを用い

たポリマーMEMS 製造技術として、複雑 3 次元微細形状

をウェハサイズで、単一マスクの一括露光によりアセンブリ

レスで作製する 3次元UV リソグラフィ法を提案し、エナジ

ーハーベスタの研究開発を進めている。本研究では特に、

傾斜面を持つ3次元形状について、その傾斜角度評価を

行った。 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 

・高速大面積電子線描画装置 
・マスク・ウエーハ自動現像装置群 

【実験方法】 
加工傾斜角度の精度評価のために、オリジナルの評価

パターンを含む 5 インチ角のクロムマスクを高速大面積電

子線描画装置と自動現像装置群により製作した。 
その後、自研究室にて、マスク上の様々なパターンを、

Cr薄膜/ガラス基板上に転写してコピーマスクとし、厚膜レ

ジストを直接塗布して、3 次元 UV リソグラフィを行った。さ

らに、走査型電子顕微鏡などを用いて形状評価した。 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
ドットパターンに対して、3 次元 UV リソグラフィを行った

結果をFig. 1に示す。2種の厚膜レジストで作製した構造

は、正負の角度に形成可能であり、スネルの法則に従っ

て光の入射角度に対して微細構造の傾斜角度が決まるこ

とが分かった。また、その加工精度は、設計値に対して

5 %以内の誤差で製作できることが分かった。 
 

 
a) 20゜ 

 
b) 0゜ 

 
c) -20゜ 

Fig. 1 SEM images of the fabricated microstructures. 
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